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Karta przedmiotu

POLITECHNIKA
GDANSKA

Nazwa i kod przedmiotu

Nowoczesne trendy w mikroelektronice, PG_00064031

Kierunek studiow

Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Inzynieria biomedyczna, Inzynieria biomedyczna, Inzynieria
biomedyczna, Technologie Kosmiczne i Satelitarne, Automatyka, cybernetyka i robotyka

Data rozpoczecia studiow  |luty 2025r. Rok akademicki realizaciji 2025/2026
przedmiotu

Poziom ksztatcenia II stopnia Grupa zaje¢ Grupa zajeé fakultatywnych
Grupa zaje¢ specjalnosciowych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiow stacjonarne Sposdb realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 2 Liczba punktéw ECTS 1.0

Profil ksztatcenia ogdlnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca

Wydziaty Politechniki Gdanskiej -> Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki

Imie i nazwisko
wyktadowcy (wyktadowcow)

Odpowiedzialny za przedmiot

dr hab. inz. Piotr Plotka

Prowadzacy zajecia z przedmiotu

dr hab. inz. Piotr Plotka

Formy zajeé

Forma zaje¢ Wyktad

Cwiczenia

Laboratorium

Projekt

Seminarium |RAZEM

Liczba godzin zaje¢ (0.0

0.0 0.0

0.0

15.0 15

W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0

Adres kursu na platformie eNauczanie: https://enauczanie.pg.edu.pl/2025/course/view.php?id=1396

Aktywnosc¢ studenta
i liczba godzin pracy

Aktywnos¢ studenta |Udziat w zajeciach Udziat w Praca wiasna RAZEM
dydaktycznych, objetych konsultacjach studenta
planem studiéw

Liczba godzin pracy |15 2.0 8.0 25

studenta

Cel przedmiotu

Celem jest wyrobienie u studenta umiejetnosci korzystania z nowo publikowanej profesjonalnej literatury
przegladowej, w tym artykutéw przeglgdowych z waznych konferencji miedzynarodowych w celu
wytworzenia obrazu biezgcego stanu wiedzy w wybranym zakresie tematyki inzynierskiej, a takze w celu
okreslenia najbardziej prawdopodobnych kierunkéw rozwoju rozwigzan technicznych w tym zakresie w
perspektywie kilku najblizszych lat. Cel ten jest realizowany na przyktadzie biezacych kierunkéw rozwoju
konstrukcji i technologii zaawansowanych uktadéw scalonych. Celem jest takze wyrobienie umiejetnosci
przekazania tego obrazu grupie 0sob ze srodowiska inzynierskiego, zajmujgcej sie zblizong tematyka.
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Efekty uczenia sie
przedmiotu

Efekt kierunkowy

Efekt z przedmiotu

Sposéb weryfikacji i oceny efektu

[K7_U10] potrafi samodzielnie
planowac i realizowa¢ wtasne
uczenie sie przez cate zycie i
ukierunkowywac innych w tym
zakresie, w tym wykorzystujac
zaawansowane techniki
informacyjno-komunikacyjne (ICT)
oraz komunikowac sie w obszarze
tematyki specjalistycznej ze
zréznicowanymi kregami
odbiorcéw, odpowiednio
uzasadnia¢ stanowiska, prowadzi¢
debate, przedstawiac i ocenia¢
rézne opinie i stanowiska oraz
dyskutowac o nich, a takze
komunikowa¢ sie z uzyciem
specjalistycznej terminologii
zwigzanej z kierunkiem studiow

Potrafi, na podstawie dostepnej
technicznej literatury
przegladowej, wyrobi¢ sobie obraz
aktualnego stanu wiedzy w
wybranej problematyce z zakresu
konstrukcji lub technologii
nowoczesnych uktadéw
scalonych. Potrafi rowniez na tej
podstawie wyrobi¢ sobie poglad
na prawdopodobny postep w tej
tematyce w perspektywie kilku
najblizszych lat. Potrafi przekona¢
do swoich wnioskéw grupe
stuchaczy o wyksztatceniu i
doswiadczeniu zawodowym
podobnym do swojego.

[SUZ2] Ocena umiejetnosci analizy
informaciji

[SU5] Ocena umiejetnosci
zaprezentowania wynikéw
realizacji zadania

[K7_K02] jest gotow do krytycznej
oceny odbieranych tresci,
uznawania znaczenia wiedzy w
rozwigzywaniu problemoéw
poznawczych i praktycznych

Potrafi, na podstawie dostepne;j
technicznej literatury
przegladowej, wyrobi¢ sobie obraz
warunkéw koniecznych do
spetnienia, aby prezentowany w
literaturze, i przewidywany przez
niego, postep w rozwoju danej
grupy rozwigzan technicznych
mogt by¢ urzeczywistniony. Potrafi
obiektywnie oceniac rzeczywistg
wage rozwigzan prezentowanych
w literaturze.

[SK5] Ocena umiejetnosci
rozwigzywania problemow
wystepujacych w praktyce

Tresci przedmiotu

Tresci przedmiotu - seminarium

Tematy przygotowywane przez studentéw bedg zmieniane z roku na rok, tak aby nadgzyé za zmianami
zachodzacymi w rozwoju technologii mikroelektronicznych. W roku 2025/2026 studenci pracowali nad
tematami wymienionymi nizej. Obowigzkowg podstawg pracy jest artykut przeglagdowy zaproponowany, albo
zatwierdzony przez nauczyciela. Student przygotowuje dwa referaty. W pierwszym referacie przedstawia
tematyke tego artykutu. W drugim referacie rozszerza swojag tematyke w oparciu o dodatkowe publikacje,
ktorych lista wymaga zatwierdzenia przez nauczyciela.

Tematy 2025/2026:

01. Perspektywy przetwarzania danych w pamieciach

02. Perspektywy przetwarzania danych blisko pamigci flash

03. Uktady scalone CMOS o tréjwymiarowej konstrukcji - Samsung
04. Pionowe scalanie pMOS i nMOS TSMC

06. CMOS mozg interfejs

07. Projektowanie i zastosowania scalonych przetwornikéw w komercyjnej technologii CMOS
08. IEDM2024 - historia i przyszto$¢ uktadow scalonych

09. Obudowy uktadéw scalonych
10. Czujniki inspirowane skoérg

12. TSMC platforma fotoniczna dla przesytania danych na krzemie
13. Perspektywy skalowania uktadéw scalonych z uwzglednieniem krzemu i pétprzewodnikéw

dwuwymiarowych

14. Przewidywania rozwoju uktadéw scalonych wykonanych z pétprzewodnikéw dwuwymiarowych
15. Tranzystory polowe z nanorurek weglowych

16. Uktady scalone dla piezoelektrycznych zrédet energii elektrycznej
17. Scalanie przyrzgdéw mocy z GaN

Wymagania wstepne
i dodatkowe

Wymagania wstgpne zalezg od kierunku studiéw studenta. Student kierunku Elektronika powinien wejs¢
glebiej w tematyke przedmiotu, a studenci innych kierunkéw, traktujgcy przedmiot jako uzupetniajacy,
powinni naby¢ bardziej ogolng wiedze i umiejetnosci. Dlatego student kierunku Elektronika powinien mie¢
wiedze z zakresu elementéw elektronicznych, podstaw mikroelektroniki i podstaw projektowania uktadow
scalonych. Studenci innych kierunkéw moga mie¢ mnie szczegdétowa wiedze o tych zagadnieniach.

Sposoby i kryteria

Sposéb oceniania (sktadowe)

Prog zaliczeniowy

Sktadowa oceny koncowej

oceniania osigganych Ocena prezentacji przez 50.0% 60.0%
efektéw uczenia sie nauczyciela i stuchaczy
Ocena udziatu studenta w dyskusji |50.0% 20.0%
Ocena ze sprawdzianu 50.0% 20.0%
dotyczgcego wszystkich
prezentac;ji
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Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Kaur, R, Asad, A; Mohammadi, F, A Comprehensive Review of
Processing-in-Memory Architectures for Deep Neural Networks,
COMPUTERS, vol. 13 (7), 174, JUL 2024; DOI 10.3390/
computers13070174;

H. -T. Lue, C. -H. Hung, K. -C. Wang and C. -Y. Lu, "Prospects of
Computing in or Near Flash Memories," 2024 |IEEE International
Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024,
pp. 1-4, doi: 10.1109/IEDM50854.2024.10873502;

Juhun Park, Jaehyun Park, et.al., Realization of CMOS operation
in 3-dimensional stacked FET with self-aligned direct backside
contact, Japanese Journal of Applied Physics, vol. 63, Number 12,
120803, 2024; ; DOI 10.35848/1347-4065/ad8fb5

S. Liao et al., "First Demonstration of Monolithic CFET Inverter at
48nm Gate Pitch Toward Future Logic Technology Scaling," 2024
|IEEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San
Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/
IEDM50854.2024.10873334;

Radamson, HH; Miao, YH; et al, CMOS Scaling for the 5 nm Node
and Beyond: Device, Process and Technology, Nanomaterials
2024, 14(10), 837; https://doi.org/10.3390/nano14100837;

6. B. Dutta et al., "Neuropixels Probe: A 130nm/55nm CMOS-
Based Integrated Multimodal Microsystems Technology Platform
for Large Scale Brain Wide Recording," 2024 IEEE International
Electron Devices Meeting (IEDM), San

Rawat, U, Anderson, JD, Weinstein, D, Design and Applications of
Integrated Transducers in Commercial CMOS Technology,
FRONTIERS IN MECHANICAL ENGINEERING-SWITZERLAND,
v8, 902421, 2022, DOI: 10.3389/fmech.2022.902421;

Barriers and Forging Ahead," 2024 IEEE International Electron
Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4,
doi: 10.1109/IEDM50854.2024.10872992; A. Aleksov, G. C.
Dogiamis, A. Elsherbini and J. Swan, "Tomorrow's Modular &
Scalable Compute Systems," 2024 |EEE International Electron
Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4,
doi: 10.1109/IEDM50854.2024.10873585;

Tomorrows Modular amp Scalable Compute Systems IEDM 20:
S. Arkalgud et al., "Implications of Wafer Bonding for Advanced
Logic Technology Development,” 2024 IEEE International Electron
Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4,
doi: 10.1109/IEDM50854.2024.10873321;

C. Wu, W. Wang, D. Zhong and Z. Bao, "Skin-Inspired Sensors
and Integrated Circuits for Wearables and Implantables (Invited),"
2024 |EEE International Electron Devices Meeting (IEDM), San
Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/
IEDM50854.2024.10873409;

S. K. Yeh et al., "Silicon Photonics Platform for Next Generation
Data Communication Technologies," 2024 IEEE International
Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024,
pp. 1-4, doi: 10.1109/IEDM50854.2024.10873369;

Mohamed Morsy, Faycal Znid, Abdallah Farraj, A critical review on
improving and moving beyond the 2 nm horizon: Future directions
and impacts in next-generation integrated circuit technologies,
Materials Science in Semiconductor Processing, Volume 190,
2025, 109376, https://doi.org/10.1016/j.mssp.2025.109376;

Lei Yin, Ruiging Cheng, Jiahui Ding, Jian Jiang, Yutang Hou,
Xiaogiang Feng, Yao Wen, and Jun He, Two-Dimensional
Semiconductors and Transistors for Future Integrated Circuits,
ACS Nano 2024 v18 (11), 7739-7768; DOI: 10.1021/acsnano.
3¢10900;

Y.-F. Liu et al., "High-Performance Aligned Carbon Nanotube FETs
with Record Transconductance of 3.7 mS/um," 2024 IEEE
International Electron Devices Meeting (IEDM), San Francisco,
CA, USA, 2024, pp. 1-4, doi: 10.1109/IEDM50854.2024.10873592;
Di Li, Chun Wang, Xinhui Cui, Dongdong Chen, Chunlong Fei,
Yintang Yang, Recent progress and development of interface
integrated circuits for piezoelectric energy harvesting, Nano
Energy, vol. 94, 106938, 2022, https://doi.org/10.1016/j.nanoen.
2022.106938;

F. Udrea, "Combo ICeGaN: The Combination of a Smart GaN
HEMT and an IGBT," 2024 IEEE International Electron Devices
Meeting (IEDM), San Francisco, CA, USA, 2024, pp. 1-4, doi:
10.1109/IEDM50854.2024.10873403;

Uzupetniajaca lista lektur

do uzgodnienia z prowadzgcym

Adresy eZasobow

Przyktadowe zagadnienia/
przyktadowe pytania/
realizowane zadania

RN

dostepie.

Jakie operacje logiczne mozna wykonywac¢ w uktadach scalonych pamieci dynamicznych o swobodnym

2. Czy nalezy spodziewac sie rozwoju grafenowych uktadéw scalonych. Odpowiedz uzasadnij.
3. Jakie przetworniki mozna integrowa¢ z wczesniej wykonanymi uktadami scalonymi CMOS?
4.  Wymien podstawowe ograniczenia w dalszym skalowaniu uktadéow CMOS.

Zajecia praktyczne
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy
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